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	（12）实用新型专利
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	（21）申请号 CN201821307048.7

（22）申请日 20180814

（73）专利权人 [深圳大学]

地址 广东省深圳市南山区南海大道3688号

（72）发明人 [史伟伟]

（74）专利代理机构 深圳市瑞方达知识产权事务所（普通合伙）

      代理人 [林俭良, 冯小梅]
	

	（54）实用新型名称
     一种超低电压异或门电路
	


	（57）摘要
     本实用新型涉及一种超低电压异或门电路，包括第一驱动电路、与第一驱动电路对应设置的第二驱动电路、驱动晶体管、以及调节电路；第一驱动电路的控制端连接输入信号，第一驱动电路的第一端连接驱动晶体管的第一电极和电源VDD，第二端连接驱动晶体管的第二电极；驱动晶体管的第二电极还连接调节电路的第一端，驱动晶体管的第三电极连接超低电压异或门电路的输出端，驱动晶体管的第三电极还连接第二驱动电路的第一端，第二驱动电路的第二端接地，驱动电路的控制端连接输入信号；调节电路的控制端连接电源VDD，调节电路的第二端接地。本实用新型可以增强输出端输出零低电平时的下拉能力，电路逻辑延时相比传统电路速度更快。
	



	权 利 要 求 书


1.一种超低电压异或门电路，其特征在于，包括第一驱动电路、与所述第一驱动电路对应设置的第二驱动电路、驱动晶体管、以及调节电路；
所述第一驱动电路的控制端连接输入信号，所述第一驱动电路的第一端连接所述驱动晶体管的第一电极和电源VDD，所述第一驱动电路的第二端连接所述驱动晶体管的第二电极；所述驱动晶体管的第二电极还连接所述调节电路的第一端，所述驱动晶体管的第三电极连接所述超低电压异或门电路的输出端，所述驱动晶体管的第三电极还连接所述第二驱动电路的第一端，所述第二驱动电路的第二端接地，所述驱动电路的控制端连接所述输入信号；所述调节电路的控制端连接电源VDD，所述调节电路的第二端接地；
所述第一驱动电路和所述第二驱动电路根据所述输入信号导通或截止，所述调节电路根据所述电源VDD导通或截止；所述输出端在所述第一驱动电路、所述第二驱动电路、所述调节电路导通时，输出逻辑零低电平；所述输出在所述第一驱动电路和所述第二驱动电路截止、所述调节电路导通时，输出逻辑高电平。
2.根据权利要求1所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述驱动晶体管为P型晶体管。
3.根据权利要求1所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第一驱动电路包括：第一驱动模块和第二驱动模块；
所述第一驱动模块和所述第二驱动模块并联连接，且所述第一驱动模块和所述第二驱动模块并联后连接在所述驱动晶体管的第一电极和第二电极之间。
4.根据权利要求3所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第一驱动模块包括：第一PMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四PMOS管和第五NMOS管；
所述第一PMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第一电极，所述第一PMOS管的漏极连接所述第二NMOS管的漏极，所述第二NMOS管的源极连接所述第三NMOS管的漏极，所述第三NMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第二电极；
所述第四PMOS管与所述第一PMOS管并联，所述第五NMOS管与所述第三NMOS管并联；
所述第一PMOS管的栅极、所述第二NMOS管的栅极以及所述第三NMOS管的栅极、所述第四PMOS管的栅极和所述第五NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号。
5.根据权利要求4所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第二驱动模块包括：第六PMOS管、第七PMOS管、第八PMOS管、第九NMOS管和第十NMOS管；
所述第六PMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第一电极，所述第六PMOS管的漏极连接所述第七PMOS管的源极，所述第七PMOS管的漏极连接所述第八PMOS管的源极，所述第八PMOS管的漏极连接所述驱动晶体管的第二电极，所述第九NMOS管的漏极连接所述第七PMOS管的源极，所述第九NMOS管的源极连接所述第十NMOS管的源极，所述第十NMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第二电极；
所述第六PMOS管的栅极、第七PMOS管的栅极、第八PMOS管的栅极、第九NMOS管的栅极和第十NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号；
所述第一PMOS管的栅极、第二NMOS管的栅极、第三NMOS管的栅极、第四PMOS管的栅极、第五NMOS管的栅极、第六PMOS管的栅极、第七PMOS管的栅极、第八PMOS管的栅极、第九NMOS管的栅极和第十NMOS管的栅极形成所述第一驱动电路的控制端，所述第一PMOS管的源极、所述第四PMOS管的源极和所述第六PMOS管的源极形成所述第一驱动电路的第一端，所述第三NMOS管的源极、所述第五NMOS管的源极、所述第八PMOS管的漏极和所述第十NMOS管的源极形成所述第一驱动电路的第二端。
6.根据权利要求1所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述调节电路包括第一调节晶体管和第二调节晶体管；
所述第一调节晶体管的漏极作为所述调节电路的第一端连接所述驱动晶体管的第二电极，所述第一调节晶体管的源极连接所述第二调节晶体管的漏极，所述第一调节晶体管的栅极与所述第二调节晶体管的栅极短接并作为所述调节电路的控制端连接所述电源VDD，所述第二调节晶体管的源极作为所述调节电路的第二端接地。
7.根据权利要求6所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第一调节晶体管和所述第二调节晶体管为长沟道晶体管。
8.根据权利要求1所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第二驱动电路包括：第三驱动模块和第四驱动模块；
所述第三驱动模块和所述第四驱动模块并联连接，且所述第三驱动模块和所述第四驱动模块并联后连接在所述输出端和地之间。
9.根据权利要求8所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第三驱动模块包括：第十一NMOS管、第十二NMOS管、第十三NMOS管、第十四NMOS管和第十五NMOS管；
所述第十一NMOS管的漏极连接所述输出端，所述第十一NMOS管的漏极连接所述第十二NMOS管的漏极，所述第十二NMOS管的源极连接所述第十三NMOS管的漏极，所述第十三NMOS管的源极与所述第十五NMOS管的源极共同接地；
所述第十四NMOS管的漏极连接所述第十一NMOS管的源极，所述第十四NMOS管的源极连接所述第十五NMOS管的漏极；
所述第十一NMOS管的栅极、第十二NMOS管的栅极、第十三NMOS管的栅极、第十四NMOS管的栅极和第十五NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号。
10.根据权利要求9所述的超低电压异或门电路，其特征在于，所述第四驱动模块包括：第十六NMOS管、第十七NMOS管、第十八NMOS管、第十九NMOS管和第二十NMOS管；
所述第十六NMOS管的漏极连接所述输出端，所述第十六NMOS管的漏极连接所述第十七NMOS管的漏极，所述第十七NMOS管的源极连接所述第十八NMOS管的漏极，所述第十八NMOS管的源极与所述第二十NMOS管的源极共同接地；
所述第十九NMOS管的漏极连接所述第十六NMOS管的源极，所述第十九NMOS管的源极连接所述第二十NMOS管的漏极；
第十六NMOS管的栅极、第十七NMOS管的栅极、第十八NMOS管的栅极、第十九NMOS管的栅极和第二十NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号；
所述第十一NMOS管的栅极、第十二NMOS管的栅极、第十三NMOS管的栅极、第十四NMOS管的栅极、第十五NMOS管的栅极、第十六NMOS管的栅极、第十七NMOS管的栅极、第十八NMOS管的栅极、第十九NMOS管的栅极和第二十NMOS管的栅极形成所述第二驱动电路的控制端。


	说 明 书


一种超低电压异或门电路
技术领域
本实用新型涉及逻辑电路的领域，更具体地说，涉及一种超低电压异或门电路。
背景技术
准NMOS/PMOS电路与电阻负载电路是经典的快速有比逻辑电路，然而在超低电压情况下由于上拉负载电流的存在，准NMOS电路在输出低电平时远高于零电压而导致信号失效。而近年来在低电压应用领域得到关注的电流模与差分逻辑电路虽然解决了信号完整性问题，但也分别存在电压难以降低(叠加的尾电流NMOS)和版图复杂度过高等问题。
在亚阈值供电时，无论采用何种逻辑风格和电路类型，除了电压的变动会给逻辑延时带来指数级别的大幅度影响外，工艺偏差对电路性能带来的影响也是非常明显的。工艺偏差对逻辑功能的危害主要表现在FS或SF(Fast NMOS，Slow PMOS&Slow NMOS，FastPMOS)情况下输出端逻辑摆幅单边失衡而导致信号不完整；对速度的影响则是由于FS，SF或者SS造成了输出端电平的高-低或低-高转换时间的拖长，进而增加了逻辑延时。传统的静态型(standard static)CMOS逻辑单元所设计的三输入异或门虽然在亚阈值供电的条件下可以实现，但是其电路逻辑延时的问题仍然没有得到解决。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种在亚阈值供电时可以有效解决电路逻辑延时、且速度更快的超低电压异或门电路。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种超低电压异或门电路，包括第一驱动电路、与所述第一驱动电路对应设置的第二驱动电路、驱动晶体管、以及调节电路；
所述第一驱动电路的控制端连接输入信号，所述第一驱动电路的第一端连接所述驱动晶体管的第一电极和电源VDD，所述第一驱动电路的第二端连接所述驱动晶体管的第二电极；所述驱动晶体管的第二电极还连接所述调节电路的第一端，所述驱动晶体管的第三电极连接所述超低电压异或门电路的输出端，所述驱动晶体管的第三电极还连接所述第二驱动电路的第一端，所述第二驱动电路的第二端接地，所述驱动电路的控制端连接所述输入信号；所述调节电路的控制端连接电源VDD，所述调节电路的第二端接地；
所述第一驱动电路和所述第二驱动电路根据所述输入信号导通或截止，所述调节电路根据所述电源VDD导通或截止；所述输出端在所述第一驱动电路、所述第二驱动电路、所述调节电路导通时，输出逻辑零低电平；所述输出在所述第一驱动电路和所述第二驱动电路截止、所述调节电路导通时，输出逻辑高电平。
优选地，所述驱动晶体管为P型晶体管。
优选地，所述第一驱动电路包括：第一驱动模块和第二驱动模块；
所述第一驱动模块和所述第二驱动模块并联连接，且所述第一驱动模块和所述第二驱动模块并联后连接在所述驱动晶体管的第一电极和第二电极之间。
优选地，所述第一驱动模块包括：第一PMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四PMOS管和第五NMOS管；
所述第一PMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第一电极，所述第一PMOS管的漏极连接所述第二NMOS管的漏极，所述第二NMOS管的源极连接所述第三NMOS管的漏极，所述第三NMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第二电极；
所述第四PMOS管与所述第一PMOS管并联，所述第五NMOS管与所述第三NMOS管并联；
所述第一PMOS管的栅极、所述第二NMOS管的栅极以及所述第三NMOS管的栅极、所述第四PMOS管的栅极和所述第五NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号。
优选地，所述第二驱动模块包括：第六PMOS管、第七PMOS管、第八PMOS管、第九NMOS管和第十NMOS管；
所述第六PMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第一电极，所述第六PMOS管的漏极连接所述第七PMOS管的源极，所述第七PMOS管的漏极连接所述第八PMOS管的源极，所述第八PMOS管的漏极连接所述驱动晶体管的第二电极，所述第九NMOS管的漏极连接所述第七PMOS管的源极，所述第九NMOS管的源极连接所述第十NMOS管的源极，所述第十NMOS管的源极连接所述驱动晶体管的第二电极；
所述第六PMOS管的栅极、第七PMOS管的栅极、第八PMOS管的栅极、第九NMOS管的栅极和第十NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号；
所述第一PMOS管的栅极、第二NMOS管的栅极、第三NMOS管的栅极、第四PMOS管的栅极、第五NMOS管的栅极、第六PMOS管的栅极、第七PMOS管的栅极、第八PMOS管的栅极、第九NMOS管的栅极和第十NMOS管的栅极形成所述第一驱动电路的控制端，所述第一PMOS管的源极、所述第四PMOS管的源极和所述第六PMOS管的源极形成所述第一驱动电路的第一端，所述第三NMOS管的源极、所述第五NMOS管的源极、所述第八PMOS管的漏极和所述第十NMOS管的源极形成所述第一驱动电路的第二端。
优选地，所述调节电路包括第一调节晶体管和第二调节晶体管；
所述第一调节晶体管的漏极作为所述调节电路的第一端连接所述驱动晶体管的第二电极，所述第一调节晶体管的源极连接所述第二调节晶体管的漏极，所述第一调节晶体管的栅极与所述第二调节晶体管的栅极短接并作为所述调节电路的控制端连接所述电源VDD，所述第二调节晶体管的源极作为所述调节电路的第二端接地。
优选地，所述第一调节晶体管和所述第二调节晶体管为长沟道晶体管。
优选地，所述第二驱动电路包括：第三驱动模块和第四驱动模块；
所述第三驱动模块和所述第四驱动模块并联连接，且所述第三驱动模块和所述第四驱动模块并联后连接在所述输出端和地之间。
优选地，所述第三驱动模块包括：第十一NMOS管、第十二NMOS管、第十三NMOS管、第十四NMOS管和第十五NMOS管；
所述第十一NMOS管的漏极连接所述输出端，所述第十一NMOS管的漏极连接所述第十二NMOS管的漏极，所述第十二NMOS管的源极连接所述第十三NMOS管的漏极，所述第十三NMOS管的源极与所述第十五NMOS管的源极共同接地；
所述第十四NMOS管的漏极连接所述第十一NMOS管的源极，所述第十四NMOS管的源极连接所述第十五NMOS管的漏极；
所述第十一NMOS管的栅极、第十二NMOS管的栅极、第十三NMOS管的栅极、第十四NMOS管的栅极和第十五NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号。
优选地，所述第四驱动模块包括：第十六NMOS管、第十七NMOS管、第十八NMOS管、第十九NMOS管和第二十NMOS管；
所述第十六NMOS管的漏极连接所述输出端，所述第十六NMOS管的漏极连接所述第十七NMOS管的漏极，所述第十七NMOS管的源极连接所述第十八NMOS管的漏极，所述第十八NMOS管的源极与所述第二十NMOS管的源极共同接地；
所述第十九NMOS管的漏极连接所述第十六NMOS管的源极，所述第十九NMOS管的源极连接所述第二十NMOS管的漏极；
第十六NMOS管的栅极、第十七NMOS管的栅极、第十八NMOS管的栅极、第十九NMOS管的栅极和第二十NMOS管的栅极分别独立连接所述输入信号；
所述第十一NMOS管的栅极、第十二NMOS管的栅极、第十三NMOS管的栅极、第十四NMOS管的栅极、第十五NMOS管的栅极、第十六NMOS管的栅极、第十七NMOS管的栅极、第十八NMOS管的栅极、第十九NMOS管的栅极和第二十NMOS管的栅极形成所述第二驱动电路的控制端。
实施本实用新型的超低电压异或门电路，具有以下有益效果：本实用新型可以增强输出端输出零低电平时的下拉能力，电路逻辑延时相比传统电路速度更快。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明，附图中：
图1是本实用新型三输入异或门电路的原理图；
图2是本实用新型三输入异或门与传统标准异或门的平均时延测试结果对比图。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图进行详细说明。
本实用新型提供了一种超低电压异或门电路，该超低电压异或门电路相比传统静态CMOS逻辑电路设计的3输入异或门速度更快，电路逻辑延时更短。
这里需要说明的是，本实用新型所提供的超低电压异或门电路主要用于超低电压及超低功耗的系统，所以，本文所描述的晶体管导通或晶体管网络的路径导通均指亚阈值导通状态(即供电电压及晶体管栅源电压差低于阈值电压)，而非电流较强的超阈值导通。本实用新型的超低电压异或门电路可以设置在专用亚阈值逻辑单元或者基础模块中，可应用于数据电路集成芯片、或者无源射频芯片等。
如图1所示，该超低电压异或门电路包括第一驱动电路10、与第一驱动电路10对应设置的第二驱动电路30、驱动晶体管20、以及调节电路40。在该实施例中，该超低电压异或门电路为三输入异或门电路。当然，可以理解地，在其他一些实施例中，该超低电压异或门电路可以采用其他异或门电路，并不限于该三输入异或门电路。
第一驱动电路10的控制端连接输入信号，第一驱动电路10的第一端连接驱动晶体管20的第一电极和电源VDD，第一驱动电路10的第二端连接驱动晶体管20的第二电极；驱动晶体管20的第二电极还连接调节电路40的第一端，驱动晶体管20的第三电极连接超低电压异或门电路的输出端(Vout)，驱动晶体管20的第三电极还连接第二驱动电路30的第一端，第二驱动电路30的第二端接地，驱动电路的控制端连接输入信号；调节电路40的控制端连接电源VDD，调节电路40的第二端接地。
第一驱动电路10和第二驱动电路30根据输入信号导通或截止，调节电路40根据电源VDD导通或截止；输出端(Vout)在第一驱动电路10、第二驱动电路30、调节电路40导通时，输出逻辑零低电平；输出在第一驱动电路10和第二驱动电路30截止、调节电路40导通时，输出逻辑高电平。
该驱动晶体管20为P型晶体管。
该第一驱动电路10的控制端和第二驱动电路30的控制端接收的是相同的输入信号。且由于第二驱动电路30与第一驱动电路10对应设置，所以，当第一驱动电路10导通时，第二驱动电路30也对应导通；当第一驱动电路10截止时，第二驱动电路30也对应截止。
如图1所示，为本实用新型三输入异或门的电路原理图。
如图1所示，该第一驱动电路10包括：第一驱动模块和第二驱动模块；
第一驱动模块和第二驱动模块并联连接，且第一驱动模块和第二驱动模块并联后连接在驱动晶体管20的第一电极和第二电极之间。
该第一驱动模块包括：第一PMOS管T1、第二NMOS管T2、第三NMOS管T3、第四PMOS管T4和第五NMOS管T5。
第一PMOS管T1的源极连接驱动晶体管20的第一电极，第一PMOS管T1的漏极连接第二NMOS管T2的漏极，第二NMOS管T2的源极连接第三NMOS管T3的漏极，第三NMOS管T3的源极连接驱动晶体管20的第二电极；第四PMOS管T4与第一PMOS管T1并联，第五NMOS管T5与第三NMOS管T3并联。
第一PMOS管T1的栅极、第二NMOS管T2的栅极以及第三NMOS管T3的栅极、第四PMOS管T4的栅极和第五NMOS管T5的栅极分别独立连接输入信号。
第二驱动模块包括：第六PMOS管T6、第七PMOS管T7、第八PMOS管T8、第九NMOS管T9和第十NMOS管T10。
第六PMOS管T6的源极连接驱动晶体管20的第一电极，第六PMOS管T6的漏极连接第七PMOS管T7的源极，第七PMOS管T7的漏极连接第八PMOS管T8的源极，第八PMOS管T8的漏极连接驱动晶体管20的第二电极，第九NMOS管T9的漏极连接第七PMOS管T7的源极，第九NMOS管T9的源极连接第十NMOS管T10的源极，第十NMOS管T10的源极连接驱动晶体管20的第二电极。
第六PMOS管T6的栅极、第七PMOS管T7的栅极、第八PMOS管T8的栅极、第九NMOS管T9的栅极和第十NMOS管T10的栅极分别独立连接输入信号。
第一PMOS管T1的栅极、第二NMOS管T2的栅极、第三NMOS管T3的栅极、第四PMOS管T4的栅极、第五NMOS管T5的栅极、第六PMOS管T6的栅极、第七PMOS管T7的栅极、第八PMOS管T8的栅极、第九NMOS管T9的栅极和第十NMOS管T10的栅极形成第一驱动电路10的控制端。
第一PMOS管T1的源极、第四PMOS管T4的源极和第六PMOS管T6的源极形成第一驱动电路10的第一端，第三NMOS管T3的源极、第五NMOS管T5的源极、第八PMOS管T8的漏极和第十NMOS管T10的源极形成第一驱动电路10的第二端。
该调节电路40包括第一调节晶体管和第二调节晶体管。
第一调节晶体管的漏极作为调节电路40的第一端连接驱动晶体管20的第二电极，第一调节晶体管的源极连接第二调节晶体管的漏极，第一调节晶体管的栅极与第二调节晶体管的栅极短接并作为调节电路40的控制端连接电源VDD，第二调节晶体管的源极作为调节电路40的第二端接地。
进一步地，该第一调节晶体管和第二调节晶体管为长沟道晶体管。即该第一调节晶体管和第二调节晶体管的沟道均比本实用新型的超低电压异或门电路中所采用的晶体管的沟道要长，具体长度需要根据电路的设计确定，本实用新型不作用限定。可选的，该第一调节晶体管和第二调节晶体管均为N型晶体管。通过采用长沟道晶体管可以便电阻增大，使流过的电流变小。
通过设置该调节电路40可以与第一驱动模块共同调节节点X(驱动晶体管20的第二电极)的电压水平。
第二驱动电路30包括：第三驱动模块和第四驱动模块。
第三驱动模块和第四驱动模块并联连接，且第三驱动模块和第四驱动模块并联后连接在输出端(Vout)和地之间。
该第三驱动模块包括：第十一NMOS管T11、第十二NMOS管T12、第十三NMOS管T13、第十四NMOS管T14和第十五NMOS管T15。
第十一NMOS管T11的漏极连接输出端(Vout)，第十一NMOS管T11的漏极连接第十二NMOS管T12的漏极，第十二NMOS管T12的源极连接第十三NMOS管T13的漏极，第十三NMOS管T13的源极与第十五NMOS管T15的源极共同接地；第十四NMOS管T14的漏极连接第十一NMOS管T11的源极，第十四NMOS管T14的源极连接第十五NMOS管T15的漏极。
第十一NMOS管T11的栅极、第十二NMOS管T12的栅极、第十三NMOS管T13的栅极、第十四NMOS管T14的栅极和第十五NMOS管T15的栅极分别独立连接输入信号。
该第四驱动模块包括：第十六NMOS管T16、第十七NMOS管T17、第十八NMOS管T18、第十九NMOS管T19和第二十NMOS管T20。
第十六NMOS管T16的漏极连接输出端(Vout)，第十六NMOS管T16的漏极连接第十七NMOS管T17的漏极，第十七NMOS管T17的源极连接第十八NMOS管T18的漏极，第十八NMOS管T18的源极与第二十NMOS管T20的源极共同接地；第十九NMOS管T19的漏极连接第十六NMOS管T16的源极，第十九NMOS管T19的源极连接第二十NMOS管T20的漏极。
第十六NMOS管T16的栅极、第十七NMOS管T17的栅极、第十八NMOS管T18的栅极、第十九NMOS管T19的栅极和第二十NMOS管T20的栅极分别独立连接输入信号。
第十一NMOS管T11的栅极、第十二NMOS管T12的栅极、第十三NMOS管T13的栅极、第十四NMOS管T14的栅极、第十五NMOS管T15的栅极、第十六NMOS管T16的栅极、第十七NMOS管T17的栅极、第十八NMOS管T18的栅极、第十九NMOS管T19的栅极和第二十NMOS管T20的栅极形成第二驱动电路30的控制端。
如图1所示，第十一NMOS管T11的漏极和第十门NMOS管的源极形成第二驱动电路30的第一端，第十三NMOS管T13的源极、第十五NMOS管T15的源极、第十八NMOS管T18的源极和第二十NMOS管T20的源极形成第二驱动电路30的第二端。
如图1所示，该第一驱动模块包括两条上拉充电支路，分别为第一条上拉充电支路和第二条上拉充电支路。其中，第一条上拉充电支路由第一PMOS管T1、第二NMOS管T2和第五NMOS管T5组成；第二条上拉充电支路由第四PMOS管T4、第二NMOS管T2和第三NMOS管T3组成。
第二驱动模块也包括两条上拉充电支路，分别为第三条上拉充电支路和第四条上拉充电支路。其中，第三条上拉充电支路由第六PMOS管T6、第七PMOS管T7和第八PMOS管T8组成；第四条上拉充电支路由第六PMOS管T6、第八NMOS管和第九NMOS管T9组成。
同样地，第三驱动模块包括两条下拉放电支路，分别为第一条下拉放电支路和第二条下拉放电支路。其中，第一条下拉放电支路由第十一NMOS管T11、第十二NMOS管T12和第十三NMOS管T13组成；第二条下拉放电支路由第十一NMOS管T11、第十四NMOS管T14和第十五NMOS管T15组成。
第四驱动模块也包括两条下拉放电支路，分别为第三下拉放电支路和第四下拉放电支路。其中，第三下拉放电支路由第十六NMOS管T16、第十七NMOS管T17和第十八NMOS管T18组成；第四下拉放电支路由第十六NMOS管T16、第十九NMOS管T19和第二十NMOS管T20组成。
其中，第一下拉放电支路与第一上拉充电支路对应设置，第二下拉放电支路与第二上拉充电支路对应设置，第三下拉放电支路与第三上拉充电支路对应设置，第四下拉放电支路与第四上拉充电支路对应设置。
根据三输入异或门的逻辑公式，整合第二驱动电路30的路径并优化，产生异或功能。其中，其真值表如表1所示：
A B C Vout 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
由表1可以看出，只要任意两个输入为1，其余输入为0；或者三个输入全为0，那么输出端(Vout)的信号则为0，否则为1。
进一步地，由表1可以看出，图1所示的三输入异或门电路的工作原理为：
当令输出端(Vout)为0的输入信号组合出现时，则第二驱动电路30中至少有一条下拉放电支路处于低阻值的导通状态，将输出端(Vout)的电平往零电平拉。同时在第一驱动电路10的上拉网络的充电支路中设置与第二驱动电路30的下拉网络的下拉放电支路一致。即当第二驱动电路30中有下拉放电支路处于导通状态时，第一驱动电路10中有对应的上拉充电支路导通，将节点X的电平往上位，从而抑制驱动晶体管20的导通电流，加快输出端(Vout)电平往零电位下降，完成逻辑信号传递功能。当令输出端(Vout)为1的输入信号出现时，第一驱动电路10和第二驱动电路30均无导通支路，节点X被调节电路40下拉至零电平，驱动晶体管20处于最大导通状态，使输出端(Vout)电平上升至供电电压，输出逻辑1。
结合表1，如图1所示，当输入信号A、B、C均为0时，第三上拉充电支路导通，相应的，与第三上拉充电支路对应设置的第三下拉放电支路也导通。同样地，当输入信号A、B、C为其他不同组合时，对应的上拉充电支路和下拉放电支路导通或截止。在此不再赘述。
进一步地，由于输入信号取反需要时间，且PMOS晶体管在传递高电平方面具有速度优势，因此，在第一驱动电路10中采用PMOS和NMOS晶体管结合的优化拓扑结构。本实用新型适用于超低电压超低功耗的环境，由于驱动晶体管20的上拉结构简单且，第二驱动电路30的下拉放电网络的NMOS晶体管特性相对于PMOS管较好，因此，本实用新型的电路逻辑延时相比于传统静态CMOS逻辑电路设计的3输入异或门速度更快。其中，采用本实用新型的三输入异或门电路与传统标准的3输入异或门的延时对比测试图如图2所示。
由图2可以看出，本实用新型的三输入异或门电路速度明显快于传统标准的3输入异或门。
以上实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据此实施，并不能限制本实用新型的保护范围。凡跟本实用新型权利要求范围所做的均等变化与修饰，均应属于本实用新型权利要求的涵盖范围。
应当理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据上述说明加以改进或变换，而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。
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